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基本功能 

HKP3526C-04 是可见光传感器芯片，该芯片内部包含一对补偿光敏二极管和一个电流放大器，为移动通讯

设备显示屏背光控制的光源支持方案提供高性能节省功耗的解决方案，芯片通过光学镀膜处理，内置滤光

镜，其光谱响应特性类似于人眼。 

特性 

 光谱响应峰值波长 540nm. 
 输出光电流与光强呈线性关系，且感应光强范围大. 
 工作电压范围大：1.8V—12V   
 工作温度范围宽：-30 oC to 85 oC  
 低暗电流和低工作照度，可感应低光强  
 符合 RoHS 指令 / 无铅 / 无镉. 

典型应用 

 各类 LCD 背光源控制 
 键盘背光源控制 
 车灯及家用灯具的智能控制 
 路灯及玩具的智能开关应用 
 替代光敏电阻（Cds） 

内部结构  

 
 

 

测试电路  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
图 1- 输出光电流测试电路 
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绝对最大值(TA =25 oC)  

参数 符号 额定值 单位 

电源电压 VCC -0.7 to 15 V 

输出电压 VOUT VCC V 

输出电流 IO 5 mA 

储存温度 TS -40 to +100 oC 

工作温度 TA -40 to +85 oC 

焊接温度(10 秒) Tsol 260 oC

光电特性(TA=25oC,  除非特别说明.)  

1．Vcc=3V 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

光电流(1) IO1  Ev=10 Lux 14 21 28 uA 

光电流(2) IO2 Ev=100 Lux  140 210 280 uA 

室温暗电流(1) IDARK1 Ev=0 Lux  - - 90 nA 

高温暗电流(2) IDARK2 Ev=0 Lux，TA =85 oC  - 1.5 - uA 

饱和输出电压 VO(sat) Ev=100 Lux, RLOAD=75K 2.2 2.35 - V 

 
2． Vcc=5V 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

光电流(1) IO1  Ev=10 Lux 14 21 28 uA 

光电流(2) IO2 Ev=100 Lux  140 210 280 uA 

室温暗电流(1) IDARK1 Ev=0 Lux  - - 120 nA 

高温暗电流(2) IDARK2 Ev=0 Lux，TA =85 oC  - 2.0 - uA 

饱和输出电压 VO(sat) Ev=100 Lux, RLOAD=75K 4.2 4.35 - V 

 
 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

峰值响应波长 λPR 日光灯光源 - 540 - nm 
温度系数 TC TA =20 oC~80 oC, Ev=100 Lux - 0.2 - %/ oC 

电源纹波抑制比 
OCC

O

IV

I


  VCC=1.8~12V, Ev=100 Lux - 8 - %/ V 

注意： 

1. 白光 LED（色温 5700K）作为测试光源； 

2. 峰值光谱响应及输出光电流跟芯片表面光学处理及封装工艺有关； 
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光电特性曲线 
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图 2-输出光电流—光照强度  

 

图 3-输出光电流相对值—环境温度 
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图 4-暗电流—环境温度 

 

图 5-输出光电流相对值—电源电压 
 

 

 

图 6- 光谱响应曲线  
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芯片示意图 与 Pad 位置 

 

HKP3526C-04 
芯片尺寸 = 640*740 m2 

(不包含划片道) 
(芯片衬底 接地Gnd) 
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输出光电流转换成电压 

 
 
 

 
 
 输出电压 (VOUT) 是输出光电流(IO ) 和负载电阻 (RL)的乘积 
 选择负载电阻的原则是，在最大环境光强下尽可能获得最大输出电压  

VVVRIV CCsatOLOOUT 8.0.)(.)(max.)(max   

 选择负载电容的原则是，避免日光灯 50Hz 的工频干扰  

5.0 LL CR  

 
 

管脚名 X 坐标(µm) Y 坐标 (µm)

Vout 111 107 

Gnd 343 107 

VCC 529 107 

Test 547 646 

     注意:Test 是测试 pad 
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 China Resources Semiconductor reserves the right to alter the design or specifications in this data sheet without prior notice. 
Customers are solely responsible for obtaining the latest version of relevant documents before placing orders. It is the responsibility of 
the user to ensure that the circuit is fit for the user’s application and meets with the user’s requirements. No representation or warranty 
is given and no liability whatsoever is assumed by China Resources Semiconductor with respect to the accuracy or use of such 
information, or infringement of patents or other intellectual property rights arising from such use or otherwise. China Resources 
Semiconductor does not assume any legal responsibility or will not be held legally liable (whether in contract, tort (including 
negligence), breach of statutory duty, restriction or otherwise) for any damages, loss of profit, business, contract, It is advised that 
normal static precautions be taken in handling and assembly of this component to prevent damage and/or degradation which may be 
induced by ESD. 


